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Surfaces
interfaces
et films minces

Dans les domaines de haute technologie (microélectronique, optoelectro-
nique, aéronautique, mécanique, métallurgie...), les exigences de fiabilite des
matériaux s’accroissent de plus en plus. Un contréle de la morphologie, de la
structure, de la composition des surfaces, interfaces et couches minces est

indispensable.

Cet ouvrage présente les développements et applications des plus
récentes méthodes répondant a cet imperatif :
— microscopies et spectroscopies électroniques;
— microanalyses, ionique et nucleaire ;
— rayons X et spectroscopies optiques.

Evaluant les possibilités de chaque méthode, il permet au lecteur de choisir la
plus adaptée a son probleme.

Il est destiné non seulement aux enseignants et étudiants des universites
(2¢ et 3¢ cycles) et des écoles d'ingénieurs, mais également aux ingenieurs,
techniciens et chercheurs concernés par les matériaux et leur mise en ceuvre
industrielle.




